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●极限参数(Ta=25℃) 

参数 符号 单位 规范值 
耗散功率 Ptot mW 300 
集电极电流 Ic mA -500 
结    温 T(j) ℃ 125 
存贮温度 Tstg ℃ -55~+125 

集电极-基极电压 VCBO V -160 
集电极－发射极电压 VCEO V -150 
发射极－基极电压 VEBO V -5 

                       

● 电参数(Ta=25℃) 

参数符号 测试条件 最小值 最大值 单位 

VCBO IC =-0.1mA  IE＝0 -160  V 

VCEO IC = -1mA  IB＝0 -150  V 

VEBO IE = -0.01mA  IC＝0 -5  V 

ICBO VCB＝-120V IE＝0  -50 nA 

IEBO VEB＝-3V  IC＝0  -50 nA 

HFE VCE＝-5V  IC＝-10 mA 100 350  

VCE(sat) Ic=-50mA  IB=-5mA  -0.5 V 

VBE(sat) Ic=-50mA  IB=-5mA  -1 V 

fT VCE＝-5V  IC＝-10mA  f=30MHZ 100  MHZ 
 

● 用途： 

通用放大、开关 
 

●硅 PNP 外延平面三极管 

● 特点： 

低电流 

高电压 

与 MMBT5551 构成互补对管 
MARKING:   2L         

      PIN:  1、B,  2、E,   3、C 
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● HFE分档 

 
 
 

●典型曲线图 

 
 

Rank L H 

HFE 100-250 220-350 



- D U C- 

DUC                           MMBT5401 
 

●SOT-23 封装外形尺寸 
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